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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月8日(2014.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の駆動方法であって、
　前記半導体装置は、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第４の配線と、第１
のトランジスタと、第２のトランジスタと、容量素子とを有し、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方とは、前記第１の配線に電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第２の配線に電気的に接
続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第３の配線に電気的に接続され、
　前記容量素子の一方の電極は、前記第４の配線に電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートと、前記第２のトランジスタのソース又はドレインの
他方と、前記容量素子の他方の電極とは、電気的に接続され、
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　書き込み期間において、前記第３の配線に前記第２のトランジスタがオン状態となる電
位を供給し、前記第２の配線に接地電位を供給して、前記第１のトランジスタのゲートに
電荷を蓄積し、
　前記書き込み期間に続く保持期間において、前記第３の配線と、前記第４の配線とに接
地電位を供給し、且つ、前記第１の配線と、前記第２の配線とに同電位を供給して、前記
第１のトランジスタのゲートに蓄積された電荷を保持する半導体装置の駆動方法。
【請求項２】
　半導体装置の駆動方法であって、
　前記半導体装置は、第１の配線と、第２の配線と、複数の第３の配線と、複数の第４の
配線と、複数のメモリセルとを有し、
　前記メモリセルの一において、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方とは、前記第１の配線に電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記複数の第３の配線の一に電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第２の配線に電気的に接
続され、
　前記容量素子の一方の電極は、前記複数の第４の配線の一に電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートと、前記第２のトランジスタのソース又はドレインの
他方と、前記容量素子の他方の電極とは、電気的に接続され、
　書き込み期間において、
　前記複数の第３の配線のそれぞれに、前記複数のメモリセルにそれぞれ含まれる前記第
２のトランジスタがオン状態となる電位を供給し、前記第２の配線に接地電位を供給して
、前記複数のメモリセルにそれぞれ含まれる前記第１のトランジスタのゲートに電荷を蓄
積し、
　前記書き込み期間に続く保持期間において、
　前記複数の第３の配線と、前記複数の第４の配線と、のそれぞれに、接地電位を供給し
、前記第１の配線と前記第２の配線とに同電位を供給して、前記複数のメモリセルにそれ
ぞれ含まれる前記第１のトランジスタのゲートに蓄積された電荷を保持し、
　読み出し期間において、
　非選択とするメモリセルの一と電気的に接続された前記複数の第４の配線の一に電源電
位を供給し、選択するメモリセルの一と電気的に接続された前記複数の第４の配線の他の
一に接地電位を供給して、前記選択するメモリセルの一に含まれる前記第１のトランジス
タのゲートに保持された電荷を読み出す半導体装置の駆動方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記保持期間に、前記第１の配線と、前記第２の配線とに接地電位を供給する半導体装
置の駆動方法。
【請求項４】
　半導体装置の駆動方法であって、
　前記半導体装置は、複数の第１の配線と、第２の配線と、複数の第３の配線と、複数の
第４の配線と、複数のメモリセルとを有し、
　前記メモリセルの一において、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方とは、前記複数の第１の配線の一と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第２の配線に電気的に接
続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記複数の第３の配線の一に電気的に接続され、
　前記容量素子の一方の電極は、前記複数の第４の配線の一に電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートと、前記第２のトランジスタのソース又はドレインの
他方と、前記容量素子の他方の電極とは、電気的に接続され
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　書き込み期間において、
　前記複数の第３の配線のそれぞれに、前記複数のメモリセルにそれぞれ含まれる前記第
２のトランジスタがオン状態となる電位を供給し、前記第２の配線に接地電位を供給して
、前記複数のメモリセルにそれぞれ含まれる前記第１のトランジスタのゲートに電荷を蓄
積し、
　前記書き込み期間に続く保持期間において、
　前記複数の第３の配線と、前記複数の第４の配線と、のそれぞれに、接地電位を供給し
、前記複数の第１の配線と前記第２の配線とに同電位を供給して、前記複数のメモリセル
にそれぞれ含まれる前記第１のトランジスタのゲートに蓄積された電荷を保持し、
　読み出し期間において、
　非選択とするメモリセルの一と電気的に接続された前記複数の第４の配線の一に電源電
位を供給し、選択するメモリセルの一と電気的に接続された前記複数の第４の配線の他の
一に接地電位を供給して、前記選択するメモリセルの一に含まれる前記第１のトランジス
タのゲートに保持された電荷を読み出す半導体装置の駆動方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記保持期間に、前記複数の第１の配線と、前記第２の配線とに接地電位を供給する半
導体装置の駆動方法。
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